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  اي بر مفاهيم الكترونيك ديجيتالمقدمه فصل اول:
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  174  .......................................................................  هاي ورودي مبتني بر مقاومت  FGMOSتكنولوژي
  175  ...........................................................................  هاي ورودي مبتني بر خازن  FGMOSتكنولوژي
 MOSFET   ..................................................  177): مدارات كاربردي مبتني بر 5درسنامه (

  پارامترهاي ارزيابي كارايي مدارهاي ديجيتال فصل هفتم:
  191  ..........................................................................................................................................................  مقدمه 

 191  .................................................  ها MOSFETاي در ): خازن و مقاومت لايه1درسنامه (
  MOSFET   ..........................................................................................................................  191هاي خازن

  194  ...........................................................................................................................  ها تخمين ظرفيت خازن
  196  .............................................................................................................................  ها تخمين سايز مقاومت

 199  ............................................................................  ): تأخير مدارات ديجيتال  2درسنامه (
  RC  ....................................................................................................  199 (RC- Delay)تأخير در مدل 

  202  ..........................................................................................  تأخير در وارونگرها و مدارات ترانزيستوري 
  203  ..............................................................................  گيري محاسبه تأخيرهاي زماني به روش ميانگين

 209  ................................................................  ال  ): توان مصرفي مدارات ديجيت3درسنامه (
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